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Low resistive GaInN tunnel junction devices 
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【はじめに】これまで我々は、青色LED層構造上にp
++

-GaInN/n
++

-GaNトンネル接合を形成し、高い InNモル分率（～

0.2）と比較的厚い膜厚（3～7.5nm）を有するp
++

-GaInN層を用いることでトンネル接合の低抵抗化（50mA時0.8V）

を報告してきた [1]。さらに、Ga極性n-GaNテンプレート上に、上記とは逆の積層順であるn
++

-GaN/p
++

-GaInNトン

ネル接合および青色LEDを成長させることで、N極性LEDと同様キャリアオーバーフローが抑制される計算結果を

示し、その試作を進めてきた [2]。一方で、この逆に積層したトンネル接合は、上記トンネル接合よりも高い抵抗（50mA

時2V以上）を示すことが判明し、さらなる最適化によって抵抗の低減が可能であると考えられる。本報告では、こ

のトンネル接合だけをGaNテンプレート上に形成したトンネル接合素子を作製し、低抵抗化に向けた検討を行った。 

【実験・結果】MOVPE法を用いて c面サファイア基板上にGaNテンプレートを形成し、n-GaN層、トンネル接合、

続いてp-GaN層を順次成長させた。今回、トンネル接合部GaInNのInNモル分率を0.2、不純物濃度としてSi：2×10
20

cm
-3、

Mg：5×10
19

cm
-3と統一する一方、GaInN層の配置と層厚を図 1のように変えた 4種類を用意した。すなわち、各々 積

層順に、3nm n
++

-GaN / 3nm p
++

-GaInN（ 試料1：前回発表と同じGaInN層配置の構造 [2] ）、3nm n
++

-GaInN / 3nm p
++

-GaInN

（試料2）、1.5nm n
++

-GaInN / 1.5nm p
++

-GaInN（試料3）、3nm n
++

-GaInN / 3nm p
++

-GaN（試料4）である。これらのウエハを、

通常のLED作製プロセスにより素子形成し、電流電圧特性を測定した。その結果を図2に示す。試料1は、-50mA時

に-2V以上の電圧降下を示した。一方、試料2と試料4の電圧降下は、1.4Vと1.7Vであり、より低い電圧降下を示し

た。今回の実験の範囲では、これまで通りGaInN層厚が厚い（試料2）と低抵抗化に効果があることと、新たにn側に

GaInNを配置する（試料2および試料4）と低抵抗化に効果があることが示唆された。今後、さらなる低抵抗化に向け

た検討を進める予定である。 
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   図 1 各試料の構造    図 2 各試料の VI特性 
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